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1. Deney oncesi dikkat edilmesi gereken hususlar:

e Yapilacak deneyler ve tarihleri, dersi veren 6gretim elemani tarafindan
duyurulur. Deney konularimi ve tarihlerini laboratuvar girisine asilacak

deney ¢izelgesinden takip edebilirsiniz.

e Deneye gelmeden Once yapilacak deneyle ilgili dokiimanlara calisarak

deneye geliniz.

e Deney sirasinda elektrik ¢arpmasima karsi tiim onlemleri aldiginizdan

emin olunuz.

e Devre montaj1 yaparken gii¢ kaynaginin kapali oldugundan emin olunuz.
e Devreye enerji vermeden Once yapilan baglantilarin dogrulugunu kontrol

ediniz.

e Tiim baglantilarin dogrulugundan emin olduktan sonra ilgili arastirma
gorevlisi gozetiminde devreye besleme gerilimi veriniz. Eger devre
beklendigi gibi caligmiyorsa hemen besleme gerilimi kapatilarak devreyi

kontrol ediniz.

e Devre ilizerinde degisiklik yaparken (eleman ekleme/¢ikarma, baglanti

degistirme) gerilim kaynaginin kapali oldugundan emin olunuz.

e Diger gruplan rahatsiz etmemek ve daha olumlu bir ¢alisma ortami

saglamak i¢in laboratuvarda miimkiin oldugu kadar sessiz ¢alisiniz.
e Laboratuvarlarda hicbir sey yemeyiniz ve igmeyiniz.



2.  Deney icin on gereklilikler:

Teorik On Bilgi*

Yiikseltici  simiflari, farkli elektriksel karakteristiklere sahip  gii¢
ylkselte¢lerini karakterize etmek amagli kullanilmistir. Bu smiflar, tamamen
dogrusal ve diisiik verimli yiikseltegler ile dogrusal olmayan fakat ¢ok yliksek
verimli yiikseltecleri ayirmak i¢in kullanilir. Bu ayrimin yani sira, yiikselteg
devreleri girislerine uygulanan siniis dalgasmin ¢ikisa nasil aktarildigi ile de

temsil edilirler.

Yiikseltec smiflar1 temel olarak iki ana kategoriye ayrilir. ilk kategoriyi
olusturan grupta klasik ytiikselte¢ler bulunmaktadir. Bunlar; A, B, AB ve C sinifi
yukselteclerdir. Bu tip yiikseltecler genel itibariyle kesim ile doyum bolgeleri
arasinda sabit bir noktada calismaktadirlar. Ikinci grup ise daha ¢ok anahtarlama
yapan yiikselteglerdir. Bu smmiftaki yiikseltegler, D, E ve F olarak
isimlendirilirler. Ilk grubun aksine daha c¢ok sayisal sinyal islemlerinde ve darbe
genislik modiilasyonlarinda kullanilirlar. Sabit bir noktada ¢alismak yerine ya

kesim ya da doyum noktasinda ¢aligmaktadirlar.
A Siif1 Yiikseltecler

A smifi yiikseltecler, tasarimlarinin nispeten daha basit olmasi1 ve tek kath
transistor yapist kullanilmasi sebebiyle en cok kullanilan yiikselte¢ tipidir.
Sinifin isminin ‘A’ olmasinin sebebi; diger smiflar arasinda en tercih edilen
ylkselte¢ olmalari, diisiik giriltii seviyeleri ve sesi en temiz sekilde
ylikseltmeleri gibi nedenlere dayanmaktadir. Ayni zamanda, diger simniflara
nazaran en genis dogrusal araliga sahiptirler ve calisma noktalar karakteristik

egrinin dogrusal kisminda olmaktadir.

* Konuya iliskin detayl bilgiler ders esnasinda verilecektir. Ogrenciler deney foyiinde yer alan ve ders sirasinda
verilen bilgilerden sorumludur.



Bu tip yiikselteclerde genellikle, BJT ya da FET gibi transistorler ortak —
emiter yapisinda tasarlanirlar. Genelde ¢alisma noktasi karakteristik egrinin orta
noktas1 segcilir. Base girisinde sinyal olmasa da her zaman bir akim
gecirmektedir. Bunun sebebi, transistoriin hi¢ kesim bolgesinde olmamasidir. Bu
sebeple, devremizde giris olmasa da yiikselteg¢ akim ¢ekmeye devam ederek

gereksiz bir gii¢c kayb1 meydana getirmektedir.

A smift yiikseltecler, dogrusal bolgede calistigindan yiikselte¢ tiim giris
degerleri i¢in aktif olmaktadir. Giris genelde siniis dalga olacagindan bu duruma

“360° iletim” denmektedir ve A sinifinin 6nemli 6zelliklerindendir.
B Simif1 Yiikseltecler

A smfi yiikselteclerdeki fazla 1sinma ve verimsizlik gibi sebeplerden dolay1
B smift ylikseltegler tasarlanmistir. Bu tip yiikseltecler, iki adet transistor
kullanmaktadirlar. Bu transistorlerden biri NPN iken diger1 PNP dir. Giris
sinyalinin bir yarisinda ilk transistor aktifken, sinyalin diger yarisinda ikinci
transistor aktiftir. Bu tarz yapilara Push — Pull yapilar denmektedir. Her bir

transistor giris sinyalinin sadece yarisini yiikseltmektedir.

B sinifi yiikselteclerin A simifina oranla en biiylik avantaji, base girisinde DC
gerilim yokken, transistoriin akim gecirmemesidir. Boylece, A smifina oranla
verimlilik agisindan {istiin bir tasarim olusturulmustur. Fakat bu gelismeye
karsilik devrenin dogrusalligindan feragat edilmistir. Ayrica, A smifi

ylkselteclerde 360° olan iletim agis1 burada 180° ye diismiistiir.

Her ne kadar A smifi ylikselteglere nazaran verimlilik yiiksek olsa da, giris
sinyali 0 V degerindeyken (siniisiin ge¢is noktalari), transistorlerin Vgg gerilim
(£0.7V) degerlerine ulasilana kadar transistorler iletime gegmeyeceginden ¢ikis
sinyalinde sadece giiriiltii goriiliir. Ozellikle ses uygulamalarinda bu istenmeyen

bir durumdur.



AB Siifi Yiikseltecler

Isminden anlasilacag iizere, bu tip yiikseltegler A ve B smifi yiikselteclerin
bir birlesimi olarak tasarlanmistir. Bu tasarimdaki ana amag¢, B sinifi
ylukselteclerin sifir gecis noktasindaki kararsizliklarini ortadan kaldirmak buna

ragmen A simifi yiikselteglerden daha verimli bir yiikseltme islemi yapmaktir.

Sifir gecis giiriiltiisiinii 6nlemek i¢in her iki transistorde kesim noktalarinin
biraz lizerinde ¢aligtirilarak sifir noktasindan Vgg gerilimine kadar gegen siirede
transistorler agik tutulur. Boylece, her sifir gegiste bir transistor aktif olup girisi
ylkselterek c¢ikisa aktarmakta ve B smifindaki iki transistoriin de aymi anda

kesimde olmasi sorununa ¢oziim getirmektedir.

Bu yiikselte¢ smifinda iletim agis1 180° ile 360° arasinda degismektedir ve

glinlimiizde en ¢ok tercih edilen ses ylikselte¢ siniflarindandir.
C Simifi Yiikseltecler

Ilk kategoride bulunan yiikselteglerden en verimlisi fakat en az dogrusal
calisam1 C smifi yiikselteglerdir. Dogrusalligin bu derece diisiik olmasi
beraberinde diisiik iletim agilarin1 getirmektedir. C sinifi bir yiikseltecin giris
sinyalini iletim a¢is1 180°° den daha diisiik olup genelde 90° civarindadir. C
sinifi yiikselteclerin ¢ikis katinda direng yerine LC devresi olmas1 dogrusalligin
azalmasina neden olmaktadir. Bu sebeple giris sinyali ¢ikisa aktarilirken giiriiltii

artmakta ve ses gibi dnemli alanlarda kullanilmay1 imkansiz kilmaktadir.

Verimlilik oranlar1 %80 degerlerindedir ve genelde yliksek frekansli siniis

dalga osilatorlerinde ve radyo frekans yiikselteglerinde tercih edilmektedir.

D — E — F Simifi Yiikseltecler



Ikinci kategoriyi olusturan bu yiikseltecler sayisal islemede tercih
edilmektedirler. Anahtarlama ytiikselte¢leri de olarak bilinen bu sinif, kesim ve
doyum bolgeleri arasinda ¢cok hizli gecis yapilmasi amaciyla tasarlanmigtir. En
biiyiik kullanim alanlarindan birisi darbe genislik modiilasyonudur (PWM).
Verimlilikleri %90 ile % 100 arasinda degismektedir.

A ve B Simifi Yiikseltegler i¢cin Formiiller

A smift bir yikseltici, girisine uygulanan sinyale bakilmaksizin giic

kaynagindan her zaman aym giicii ¢eker. Giris giicii su formiille hesaplanir,
P, (DC) = V¢ * Ipc = Ve * Igg (1-1)
Yiikseltici tarafindan saglanan giig,

_ VP(rms) _ VcP(peak) _ Vet (p-p)
F (4C) = R ~ 2R¢ BRc (1.2)

Yiikselticinin verimi ise,

P, (AC)

formiiliiyle hesaplanmaktadir. B siifi bir yiikseltici sayet girisine sinyal
uygulanmaz ise kaynaktan hi¢ giic cekmeyecektir. Fakat girig sinyalinin degeri
arttikca hem kaynaktan cekilen giic hem de yiikseltici tarafindan saglanan gii¢
degerleri artis gosterecektir. B siifi bir yiikselticinin giris gii¢c degeri asagidaki

bagintiyla verilir.

2+V eV,
P, (DC) = Vg = Ipg = 2Vec Ve ®) (1.4)

m+Rp

B smift yiikselticinin verimi (1.3) formiilityle hesaplanirken, yiikseltici

tarafindan saglanan giic,



_ viiems)  vit(p) _ vit(p-p)
b (AC) = R, 2R, BR (1.5)

formiiliiyle verilmektedir.

3. Uygulamanin tamitimi ve amaci:

Deney sonunda 6grenci;

e Yiikselteci siniflarini tantyacaktir.

e A smifi bir yiikselticinin giris ve ¢ikisini inceleyecektir.

e Ortak emiter transistor ile yapilan yiikselte¢ degerlerini 6l¢ecektir.

e Gozlenen giris ve c¢ikis sinyalleri araciligiyla yikselteg kazancini
hesaplayacaktir.

e Upygulanan yiikseltecin verimliligini gbzlemleyecektir.

4.  Uygulamanin yapihsi:
Deneyde Kullanilacak Cihazlar ve Malzemeler

DC Gerilim kaynagi 0-30Vdc,
Multimetre

Osiloskop

Sinyal Jeneratorii

Breadboard

2 adet 1 kQ direng

1 adet 3 kQ direng

1 adet 500 Q direng

2 adet 0.1 pF kondansator

1 adet 1 pF kondansator

1 adet BD135 npn 12.5W transistor



1. Laboratuvar sorumlusu tarafindan tarafiniza verilen devre elemanlari

icerisinden transistoriin bacak baglantilarin1 6l¢iim yardimiyla belirleyerek
Sekil 1 iizerinde yerine yaziniz.

Sekil 1: BD135 dis goriintiisii
Soldan saga sirayla BD135 bacaklari: 1. 2. 3.

2. Transistoriin bacaklarim1 belirledikten sonra Sekil 2’deki devreyi kurunuz.
Devreyi kurarken kondansatorlerin yonlerine dikkat ediniz.

Vo

Q1

FEN

BD135

2?30(} ]—

C1
1pF

Lol

Sekil 2: A sinif yiikselte¢ devresi

3. Fonksiyon iireteci ¢ikisimi 1V AC (siniis), 1KHz’e multimetre yardimiyla
ayarlayiniz.

4. DC gii¢ kaynagin1 12V a ayarlayiniz.

5. Fonksiyon fireteci ¢ikisimi Sekil 2’deki Vi girisine baglayip devreye giic
Veriniz.



6. Devrenizdeki Vy, Ve, Ve Ve V, gerilimlerini 6l¢iiniiz.

Vy = Ve = Ve = 0—

7. Devrenizdeki I, ve I; akimlarini 6l¢iiniiz.

le =

Ib

8. Yaptiginiz 6l¢iimlerden devrenizin kazang katsayisint (he, f) ve gerilim
kazancini (Av) hesaplayimiz.

hfe = AV =

9. Teorik Onbilgide verilen formiilleri kullanarak A smifi yiikseltecinizin giris

ve ¢ikis gliglerini hesaplayiniz.
Pi = Po =

10. A sinifi yiikseltecin verimliligini (%) hesaplayimiz.

n (%) =

11.Devrenizin ¢ikisini (V) osiloskoba baglayip ekran ¢iktisini ¢iziniz.




